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1.8 Polarizagio direta e inversa de um diodo

1.8.1 Polarizagéo direta

Se o terminal positivo do gerador for ligado ao lado do
semicondutor tipo P e o terminal negativo ao semicondutor
do tipo N, os eletrées do terminal negativo sdo lancados
no material tipo N e difundem-se através da jungdo. Desta
forma, a barreira de potencial torna-se mais estreita uma
vez, que alguns destes portadores maioritdrios se combinam
com iGes e a barreira de potencial diminui. Os eletr8es da
regido tipo N, portadores maioritarios, podem facilmente
atravessar a jungdo e movimentar-se através do material
tipo P até ao terminal positivo do gerador. O processo
inverso da-se com lacunas do material tipo P. Ao contra-
rio, o movimento dos portadores minoritarios, lacunas da
regido N e eletrdes da regido P, ¢ dificultado. O fluxo dos
maioritdrios, eletrdes e lacunas é assim elevado enquanto
tivermos aplicada uma tensdo externa de polarizagdo direta.

1.8.2 Polarizagdo inversa

Se pelo contriério, for ligado o terminal positivo do gera-
dor ao lado N e o terminal negativo ao lado P teremos
a juncdo inversamente polarizada. O fluxo de corrente é
bastante diminuto.

Nesta situagdo os eletrdes livres, portadores maiorita-
rios do material tipo N, sdo atraidos em dire¢do ao termi-
nal positivo do gerador e, portanto, afastam-se da jungéo.
Simultaneamente, as lacunas, portadores maioritdrios do
lado P, sdo atraidas pelo pélo negativo do gerador e afas-
tam-se também da jungdo, aumentando consequentemente
a barreira de potencial.

A intensidade de corrente é entdo muito pequena e
devida unicamente aos portadores minoritarios, ou seja, 0s
eletrdes da zona P, que sdo atraidos pelo pélo positivo do
gerador, e as lacunas da zona N, que s3o atraidas pelo pdlo
negativo do gerador. Os valores tipicos desta corrente sdo
da ordem dos pA para o Ge e da ordem dos nA para o Si.

A Figura 16 representa a polarizagdo direta e inversa dos
diodos de jungdo.
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Figura 16. Polarizacdo direta (a) e polarizacdo inversa (b) de um diodo

de jungdo.

1.9 Curva carateristica do diodo de jungdo

1.9.1 Curva carateristica real
Para a determinacao da curva carateristica tensdo-corrente
real do diodo deveremos considerar o seu comportamento:

* Quando inversamente polarizado, a intensidade de
corrente varia muito pouco com a tensdo aplicada,
sendo designada por |, — corrente inversa de satu-
ragdo. Esta assume valores da ordem dos pA para
diodos de germanio e da ordem dos nA para diodos
de silicio. Aumentando a tensdo inversa, a intensi-
dade de corrente sofre um brusco aumento que sé
¢ limitado pelo circuito externo - diz-se que o diodo
estd na regido de rutura. Nesta situagdo podera surgir
a destruicdo do diodo.

* Quando polarizado diretamente, verificamos que a cor-
rente direta do diodo comega a assumir valores apre-
cidveis a partir de determinado valor tensdo, designada
por tensdo de arranque Uy .Esta tensdo marca o valor
a partir do qual a corrente cresce rapidamente, e que
é de cercade 0,2/0,3 V para os diodos de germanio e
de 0,6 V /0,7 V para os diodos de silicio.

A equagdo que traduz o andamento da caracteristica do
diodo é apresentada em baixo. Esta fungdo matematica
traduz o andamento exponencial e ndo linear da caracte-
ristica do diodo.
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Onde: |, - Corrente do diodo, I, - Corrente de saturagéo,
V,, - Tensdo do diodo, 1 - fator de idealidade que depende
do material (n=1 para o germanio e n=2 para o silicio)
e V. - Tensdo térmica que ¢ dada pela equacao (k.T/q),
onde k é a constante de Boltzmann (1,38 x 102 J/K),



